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【実験背景・概要】 

Gd3Al2Ga3O12(GAGG）単結晶は蛍光寿命（第一成分）90 ns、発光量 47,000 photon/MeV、密度 6.63 g/cm
3

の優れた特性を有するシンチレータである[1]。本研究では、Gdの一部をYに置換してバンド構造を変

換させ、さらなる発光量の向上をめざした。本講演では実際にCe 1mol %添加(Gd3-x, Yx)Al2Ga3O12単結

晶（x=0.5, 1.0, 1.5）を育成しそのシンチレーション特性評価を試みたので報告する。 

 

【実験方法･結果】 

高周波加熱型チョクラルスキー法を用いて 1 インチ径 Ce:(Gd3-x, Yx)Al2Ga3O12結晶（x=0.5, 1.0, 

1.5）を育成した(図１)。得られた試料をいくつかのサンプル（1mm 厚）に切断・研磨し、組成分

析、透過率測定、フォトルミネッセンス、およびシリコン・アバランシェ・フォトダイオードを

用いた波高値スペクトルによる発光量測定を行った。その結果すべてのサンプルで、30,000 光子

/MeV を超える発光量を達成することができ、特に Ce:(Gd2.5, Y0.5)Al2Ga3O12 (x=0.5)の組成にて

40,000光子/MeVを超える発光量を観測できた。本講演では上記の発光に関する詳細な議論も含め

て報告する。 
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図 1：チョクラルスキー法で育成した 1インチ径 Ce:(Gd3-x, Yx)Al2Ga3O12結晶の写真 
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